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(57) Изобретение относится к области создания твердотельной ЭКБ СВЧ мм-диапазона для ППМ
бортовых АФАР с электронным управлением передачей сигналов. Сущность изобретения
высокоэффективной НЕМТ - технологии изготовления ММИС на мм-диапазоне длин волн
заключается в локальном ионном легировании используемых пластин арсенида галлия кремнием и
аргоном для формирования электрофизической n- - n+ - n - i - структуры НЕМТ (базовых активных
элементов функциональных узлов ММИС), что обеспечивает наряду с гибким управлением
процессом формирования функциональных узлов ММИС высокое линейное разрешение и
высокую однородность воспроизведения соразмерных параметров активного субмикронного (0,15
мкм) n-слоя и T-затвора НЕМТ (формируемого на плоской поверхности пластины) как по площади
одной пластины, так и от пластины к пластине в партии пластин. Наряду с повышением надёжности
ММИС на НЕМТ снижаются трудоёмкость производственного цикла и материальные затраты на
изготовление ММИС.
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